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ВСТУП

Газові сенсори входять до складу датчиків або систем вимірювання та 

контролю , в яких, крім них , є системи перетворення сигналу та індикації. 

Основною функцією газового сенсора є перетворення концентрації 

аналізованої речовини в електричний, оптичний або інший сигнал [1-3].

Необхідність у розробці газових сенсорів обумовлена, в першу чергу, 

необхідністю контролю екологічного стану навколишнього середовища та 

забезпечення безпеки діяльності людини [1-3].

Широко використовуються сенсори на основі структур метал-оксид- 

напівпровідник з бар’єром Шотткі [1].

Газові сенсори на основі р-п переходів мають значні переваги над 

сенсорами на основі оксидних полікристалічних плівок і діодів Шотткі. р-п 

переходи мають високі потенціальні бар’єри для носіїв заряду, високу 

чутливість до газових компонентів навколишнього середовища [4-7].

Кремнієві р -n переходи перспективні для застосування в газових 

сенсорах [8-10]. Вони можуть бути виготовлені за мікроелектронною 

технологією. їх можна використовувати як складові компоненти сенсорів на 

основі біполярних транзисторів.

Для створення газових сенсорів на основі кремнієвих р -n переходів 

необхідно розробити способи підвищення їх чутливості та стабільності.

В останній час вивчаються можливості створення сенсорів парів аміаку 

на основі мезопористого кремнію [11] на кремнієвих нанодротів [12]. Такі 

сенсори мають малі розміри і високу чутливість, але високий поріг 

чутливості. Крім того, параметри таких сенсорів сильно нестабільні. Це може 

бути пов’язане з травленням у розчинах плавикової кислоти.

Метою даної роботи було встановлення механізму нестабільності 

поверхневого струму, індукованого адсорбцією парів аміаку в кремнієвих р-п 

переходах, оброблених травленням у розчині плавикової кислоти.
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ВИСНОВКИ

1. Обробка кремнієвих р-n переходів у розчині плавикової кислоти веде 

до формування акцепторних поверхневих центрів, іонізованих при кімнатній 

температурі. Під дією електричного поля іонів на поверхні п- області 

утворюється провідний канал з дірковою провідністю.

2. Пари аміаку при низьких значеннях їх парціального тиску (до 5 Па) 

зменшують прямий і зворотний струм р-n переходів, руйнують провідний 

канал, який мав діркову провідність.

3. При більш високих значеннях парціального тиску аміаку прямий і 

зворотний струм р-n переходів зростає внаслідок утворення провідного каналу 

з електронною провідністю.

4. Обробка р-n переходів у розчині плавикової кислоти практично не 

впливає на їхній поріг чутливості як сенсорів аміаку при роботі в режимі 

зворотного зміщення і значно підвищує поріг чутливості в режимі прямого 

зміщення.

5. Обробка р-n переходів у розчині плавикової кислоти зменшує їхню 

чутливість до парів аміаку при значеннях парціального тиску до 10 Па і 

підвищує її при зворотному зміщенні в області значень парціального тиску 

10-100 Па.

6. Після обробки р-n переходів у розчині плавикової кислоти їхні 

характеристики як сенсорів парів аміаку стають нестабільними. Спочатку 

відбувається зростання струму, пов’язане з руйнуванням поверхневих 

акцепторних центрів, а потім струм спадає, що можна пояснити окисленням 

поверхні кристалу.

7. Після витримки в повітрі 50 год. поверхневий струм р-n переходів 

стабілізується, але їхня чутливість до парів аміаку залишається нижчою, ніж 

була до обробки.
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